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はじめに： 近年、デジタル情報家電等の開発が益々盛んになっている。これらのデジタル機器は、高機能化が進むにつれて扱うデータ量も多く

なっている。従って、より高速な信号処理技術が必要となり、超高速で動作するＡＤ変換器が求められている。しかしながら、高速化のために微

細なトランジスタを使うとしきい値のばらつきによる比較器のオフセットが問題となる。また微細なプロセスを用いると低電圧で回路を動作させ

なければならず、回路のダイナミックレンジは低下する。 

 本研究では、９０ｎｍＣＭＯＳプロセスを用いて上記の課題を克服しつつ変換周波数２ＧＨｚ以上、入力信号帯域５００ＭＨｚ以上の高速に動

作する並列型６ｂｉｔＡＤ変換器の設計を行った。 

結 果：低電圧化、比較器のオフセットに対応するために、容量によるオフセットキャンセル技術を用いてＡＤ変換器を設計した。また、低消費

電力化のために容量補間を用いた。モンテカルロシミュレーションによって、２ＧＨｚ動作周波数で比較器の入力換算オフセットの標準偏差が 

０．１ＬＳＢ以下となることを確認した。これによってＡＤ変喚器のＩＮＬ，ＤＮＬは９９％以上の確率で０．５ＬＳＢ以下となる。さらに、Ａ

Ｄ変換器の動的特性のシミュレーション評価方法について検討し、入力信号帯域５００ＭＨｚ以上となることをシミュレーションにより確認した。 


